su na sors (Fps>0), a gejt je na potencyalu koj1 je
najmanje za velicinu napona praga veci od potencijala
osnove.
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Sl. 1.5.5 MOSFET sa indukovanim kanalom. a)
pogled odozgo i dimenzije, b) poprecni presek i
polarizacija

Za P-kanalm franzistor vazi: Drejn je na negativ-
nijem potencijalu u odnosu na sors (Fps<0), a gejt je
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Ip [mA]

na potencijalu koji je za velicinu napona praga nega-
tiviij1 od potencijala osnove. Za specijalmi slucaj kada
je osnova vezana za sors, dakle, kada je =0, onda
se napon gejta meri u odnosu na potencijal sorsa. Zato
za uspostavljanje kanala u N-kanalnom tranzistoru
potrebno je Vgs™FT, a za uspostavljanje kanala u P-
kanalnom tranzistoru potrebno je Fg<IT.
Pretpostavlja se da je podloga vezana za najnega-
fivniji potencijal u kolu (-Fgg) 1 za sors. Kada je
Vos=VT, povrsina 1spod gejta je poluprovodmk P-
tipa, kanal niyje formuran 1 1zmedu sorsa 1 drejna ne
profice struja. Kada dovedemo pozitivan napon, gejt
indukuje elektrone u povrsinu 1 invertuje tip provod-
nosti 1ste. Kada napon na gejtu dostigne napon paraga
(tako da je za P-podlogu Vgg>FT) podrudje izmedu
sorsa 1 drejna postaje poluprovodmik N-tipa 1 1ma
ulogu kanala, analogno sa JFET-om. Otuda 1 1me N-
kanalni MOSFET sa mdukovamm kanalom. Grubo

receno, u ovim uslovima, sors 1 drejn su kratko spo-
jent kanalom.
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Sl. 1.5.0 Izlazne karalkteristike N-kanalnog MOSFET-a sa indukovanim kanalom

Strija 1zmedu sorsa 1 drejna zavisi od napona g
1 od napona Fgs. Pr1 tome je, razumljivo, dominantni-
j1 utica) napona 1zmedu gejta 1 sorsa. Ukoliko ovaj na-
pon raste po apsolutnoj vrednosti, vec1 je broj induko-
vanih elektrona pa je struja drejna veca. Razlog tome
je éinjenica da ovaj napon odreduje ukupni broj elek-
trona koji ce biti raspoloziv za formiranje struje. Za
dat1 napon Fgg, sa porastom napona izmedu sorsa 1
drejna, struja drejna najpre raste pa prelazi u zasice-
nje. U zasicenju (naponsko) struja drejna ne zavisi od
napona Fpg vec samo od napona Fgs. O pojavama u
kanalu pr1 promem napona na drejnu bice reéi kasnije.
Na Sl 1.5.6 prikazane su 1zlazne karakteristike N-ka-
nalnog MOSFET-a sa mndukovamim kanalom. Treba
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primetiti da je za Fgg= 01 Fpg=0 struja drejna jedna-
ka nuli odnosno Ip=10.

Posebno su zamimljive karakteristike MOSFETa
pri negativium naponima na drejnu. Tok ove karakte-
ristike prikazan je na Sl 1.5.6 u trecem kvadrantu.
Naime, posto je MOSFET simetriéna komponenta,
ocekivalo bi se da se karakteristike ponasaju kao ne-
parna funkeya. Zasto to mije tako? U stvan jeste.
Problem sa Sl. 1.5.6 pr1 negativium Fpyg je u fome 5to
kada je Fps negativno, sors 1 drejn menjaju uloge. a
mi 1 dalje Figg merimo od gejta do sorsa. Da smo Vg
merili od gejta do drejna dobili b1 sumetriénu karakte-
ristiku onoj 1z prvog kvadranta. Ovako. dobyjamo pa-
rabolicnu karakteristiku jer ako se potencijal gejta dr-



